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Circuitos de ayuda a la conmutación – “snubbers”

4 tipos básicos:

1) Amortiguador de oscilaciones

2) Snubber de encendido

3) Clamp de tensión

4) Snubber de apagado
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2) Circuito de ayuda al encendido – Turn-on snubber
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3) Circuito limitador de sobretensión – Clamp de sobretensión
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Pérdidas en el MOSFET
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